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Ingegneria Elettronica — Tema di Elettronica

Il termine amplificatore operazionale é stato coniato negli anni *40 per individuare uno speciale tipo di amplificatore che,
mediante opportuna scelta dei componenti esterni che ne definiscono la configurazione di impiego, pud essere utilizzato in
molti modi diversi ed eseguire una varieta di operazioni come la somma, la sottrazione, la moltiplicazione, I’integrazione e
la derivazione.

Tra le varie famiglie di amplificatori operazionali, il LA741 & uno dei piu popolari e diffusi.

Il candidato descriva e commenti i principali parametri che definiscono le prestazioni di un amplificatore operazionale; il
candidato descriva almeno 3 circuiti in cui & impiegato I’amplificatore operazionale e ne disegni gli schemi elettrici; il
candidato inoltre descriva le principali limitazioni e non-idealita degli amplificatori operazionali.
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Il candidato infine consideri lo schema circuitale in figura e risponda ai seguenti quesiti:

a) ipotizzando che entrambi gli amplificatori siano in zona di alto guadagno e sapendo che RO= 10KOhm,
R1=200KOhm, R2=100KOhm, R3=200KOhm e Vi=0V, si determini il punto di lavoro a temperatura ambiente
Tamb

b) si progetti la rete di azzeramento dell’ offset

c) sapendo che la tensione di offset cresce con I’aumento della temperatura di 12uV per °C e la corrente di offset
cresce di 0.4nA per °C, si calcoli I’escursione di Vu per temperature di 0°C e 100°C

d) si consideri un ingresso sinusoidale vi di ampiezza 30mV. Si determini la massima frequenza di vi per evitare
distorsioni di vu.

Per la soluzione dei quesiti il candidato utilizzi i valori tipici (TYP) riportati nel datasheet allegato.



ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

Symbol Parameter UAT4IM UAT41 UAT4IC Umit
Ver | Supply voliage 22 v
Vi Diffzrential Input Voltage +30 v
Vi Ingut Voltage =15 v
Pt | Power Dissipation 1) 500 mi

Cutput Shori-circuit Duration Infinite
aper eratng Free-ar Temperature Rangs - +125 | 20t +10 o +7 *C
T..|:-e Cperating F Temperature Rang 85 to +125 | -40 106 o} 0
Tztg Storage Temperabure Range -85 to +150 *C
1. Fowear dizzipation must ke corsidersd 10 srsure maximum Junction i=mperatune [T ks not sncesdesd.
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Voo = 215V, Tam = +25°C (unless otherwise specified)
Symbaol Parameter Min. | Typ. | Max Unit
Inpur OFfzet Voltage (R = 10k my
Wiz Tamp = #25°C 1 §
Trin = Tamt = Tmax g
Input Offsst Current n&
lig Tamp = #25°C 2 0
Troar = Tamp = Trmax o
Input Bias Current nd
Iy Tamp = £25°C 10 100
min S Tame = T 200
Large Signal Voltage Gain (Vg = £10V, R = 2kik) Vimy
Aa Tamp = +25°C so | zo0
min = Tamp = T 25
Supply Wotage Rejsction Ratio (Rg = 10kLL) 4B
SVR Tamp = +25°C A
min < Tamp = Trax o
Supply Cumrent, ne lead mé
oo Tamb = +25°C 1.7 2.8
Trin = Tame = Trmax 33
Input Commen Mods Voltage Range W
Yiem Tamp = #25°C £12
min = Tamb = T 112
Common Mode Rejection Ratio (R = 10k£) dB
CMR Tamp = +25°C 70 40
Trin = Tams = g o
lpe | Output short Circuit Carrent i0 23 40 ma
Cuiput Volage Swing
Tamp = #25°C R = 10&0 12 14
£\Vogp R = 2k 10 13
Tomin = Tame = Trnax R = 10&0 12
R = IkL} o
R Slew Rate ) Wips
= W= 10V, Ry = 2k, G = 100pF, unity Gain 0.25 0.5
. Rise Time us
i Wy = £20mV, Ry = Zkik, Cp = 100pF, unity Gain 0.3
K Cwershoot %
o V)= 20mV, R = 2kil G, = 100pF, unity Gain g
R Input Resistance 0.3 2 ML
Gain Bandwith Procuct MHz
Gap W= 10m\. Ry = 2k€h G, = 100pF, f =100kHz 07 | 1
THD Total Harmenic Distartion L4
f=1kHz &, =2048, Ry = 2kid V= Wy ©) = 100pF Ty, = +25°C 0.06
& Equivalent Input Moise Vaoltage nY
n f= kHz, Ry = 1000 23 JHZ
@m | Phase Margin 50 Degrees
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